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i Millimeters Inches L Millimeters Inches
L8327 Min. Max. Min. Max. L&/ Min. Max. Min. Max.
A 1.397 1.600 0.0550 0.0630 D1 1.397 1.830 0.0550 0.0720
b 0.350 0.460 0.0137 0.0181 D2 1.725 REF 0.0680 REF
bl 0.400 0.560 0.0157 0.0220 E2 1.900 REF 0.0748 REF
B 2.388 2.600 0.0940 0.1020 e 1.500 TYP 0.0590 TYP
C 3.937 4.242 0.1550 0.1670 0 45° 45°
Cl1 0.787 1.194 0.0310 0.0470 H 0.300 0.500 0.0118 0.0197
D 4.394 4.597 0.1730 0.1810
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